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(54)  개질  산 물 , 그   그 산 물  포함하는 피복 물

(57)  약

본   개질  산 물 , 그   그 산 물  포함하는 피복 물에 한 것

, 그  1  산 매  포함하는 산 물 에 2  산 매  첨가하고, 1  산 매

하여 산 매  치 한 다 , 치 체  첨가하고, 산 물과 치 체   수행하여 산

물   개질하는 단계  포함하여 루어짐  특징  한다. 본 에    

산 물  산 물과 상  우수한 2  산 매  포함하므  산  우수하여  우수한 

막  할 수 고,  개질  에 는 치 체가 결합  가지므 ,  경  

합물과 하여 내마  우수한 막  할 수 는  다.

  도 - 도3
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특허청  

청 항 1 

a)  1.7 내지 3.0  산 물에 물, 탄 , 에탄   들  합물  루어진 

 택 는 1  산 매  포함한 에 아  알 , 틸포 알 드, N- 틸 피 리돈, 프 필

리  틸에 , 틸 브, 에틸 브, 틸 브, 프 필 브, 아 틸아 ,

틸 틸 , n- 틸 아 트, 브 아 트, 루엔,   들  합물  루어진 

 택 는 2  산 매  첨가하고, 1  산 매  끓는  상 2  산 매  끓는  미만

도 하에 하여 1 산 매  치 하는 단계; 

b) 산 매가 치  산 물 에 치 체  첨가하고, 산 물과 치 체   2

산 매  어느  과 끊는  미만 도하에 수행하여 산 물   개질시  치 체  

 개질  산 물 가 2  산 매에 산   수득하는 단계; 

 포함하여 루어지는  개질  산 물  .

청 항 2 

삭

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭

청 항 5 

1항에 어 ,

1  산 매  하는 단계는 상압 또는 감압 하에  수행 는 것   개질  산 물 

.

청 항 6 

1항에 어 ,

치 체는 비닐 트리 시 실 , 비닐 트리( 타- 시에 시)실 , 비닐 트리에 시 실 , 비닐

트리-n-프 폭시 실 , 비닐 트리-n- 시 실 , 비닐 틸 시 실 , 닐 에 시 비닐실 , 비닐 트리

프 폭시 실 , 비닐 ( 타- 시에 시)실 , 비닐 시 실 , 비닐 에 시 실 , 비닐

-n-프 폭시 실 , 비닐 ( 프 폭시) 실 , 비닐 -n- 시 실 , 3-아크릴 시프 필 트리 시

실 , 3- 타크릴 시프 필 트리 시 실 , 감마- 타크릴 시프 필 틸 에 시 실 , 감마- 타크릴 시

프 필 틸 에 시실 , 2- 타크릴 시에틸산 산염, 스티 -4-술폰산 나트 염, 아크릴산 나트 염, 타

크릴산 나트 염, 산, 산칼 , 산나트 , 리 산  들  합물  루어진  택

는 것   개질  산 물  .

청 항 7 

1항에 어 ,

산 물과 치 체  도는 10℃ 내지 150℃   개질  산 물  .

청 항 8 

1항에   고, 산 물  2차  평균 경  200 nm 하   개질

 산 물 .
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청 항 9 

8항에   개질  산 물 , EB 또는 UV 경   합물, 매  개시  포

함하여 루어지는 피복 물.

청 항 10 

9항에 어 ,

EB 또는 UV경   합물   아크릴 트 리고 , 다 능  아크릴 트 단량체 

들  합물  루어진  택 는 피복 물.

청 항 11 

10항에 어 ,

 아크릴 트 리고 는 우 탄 아크릴 트 리고 , 에폭시 아크릴 트 리고 , 폴리

에스  아크릴 트,  폴리에  아크릴 트   들  합물  루어진   택 는  피복

물.

청 항 12 

10항에 어 ,

다 능  아크릴 트 단량체는 타에리스리  헥사아크릴 트, 타에리스리  하 드 시 

타아크릴 트, 타에리스리  트 아크릴 트, 타에리스리  트리아크릴 트, 트리 틸  프 필 트

리아크릴 트,  프 폭시 티드  리  트리아크릴 트,  트리 틸 프  에 시  트리아크릴 트,

1,6-헥산 아크릴 트, 프 폭시 티드 리  트리아크릴 트, 트리프 필  리  아크릴

트, 에틸 리  아크릴 트  들  합물  루어진  택 는 피복 물.

청 항 13 

9항에 어 ,

물 체에 하여,  개질  산 물  10 내지 89 량% 고, EB  UV경   

합물  10 내지 70 량%  피복 물.

청 항 14 

9항에 어 ,

평   스플  사 지막, 평   스플  하드 막, 학 스크, 안경, 산업

안 경,  고   막  사  수 는 피복 물.

청 항 15 

9항에  피복 물    1.5 내지 2.0  막.

  

 상 한 

     

         하는 술  그 야  술

본   개질  산 물 , 그   그 산 물  포함하는 피복 물에 한 것[0005]

, 욱 상 하게는 안경 등  학  , 평   스플  등  막  하는 피복

물 내에 포함 어,  하는 필러(filler)  사 는 산 물 , 피복 물 내  산

 우수하고, , 내마 , 께  균   간  우수한 막  할 수 는,  개질  
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산 물 , 그   그 산 물  포함하는 피복 물에 한 것 다.

평   스플 (flat panel display: FPD)  사 지막, 산업 안 경,  고  등  하드 막[0006]

하  한  피복  물   하  한  필러(filler)  산 물   많  사 고

, 근에는 고 고 얇  막  할 수 도  하는 고  필러가 연 , 개 고 다. 

산 물 에  산 티탄  결 에  아나타 (anatase, :2.5)  루타 (rutile, :2.7)  나

누어지는 , 는 산 물 에   가   것  알  다. 산 티탄  도, 색도 

착색  뛰어나고 비  한 도  산  가능하여 트, 크, 플 스틱, 지, 고무   택

도 과 학   합  내  향상  한   뿐만 아니 , 재료, TV 브 운 , 

 피복 ,  고  막 등 다양한 야에 사 다.

 산 티탄  각  막  하  해  착과 같  건식 과, 액  하여 [0007]

하는 습식  사 다.그  액  매에 산 티탄  균 하게 산시킨 산 티탄 과 

 합물 태  하게 다. 특 , 액    매는 웨 (dewetting), 링(leveling), 내

마 (abrasion resistance)등 막  물 에 큰 향  다. 또한, 안 한 산  가지는 산 티탄 

 주  - (Sol-gel)  통해   산 매 는 물, 또는 탄 , 에탄  등  알  사

다. 에  안 한 산  지하  우수한 물  가지는 막   한 액  안

었다.

한민  특허공개 10-2006-0037160 는 매에 안 하게 산  아나타   루틸  산 티탄 [0008]

매니큐어 미 크 물에 하여 개시하고 다. 그러나 상  에 어  산 티탄  매 또는

색안료  사 는  큰  사 하여 학   없고,  침  지하  해 침

지  첨가해야 하므 , 산 티탄 는 학   하는 막   가능 하다. 

한민  특허공개 10-2006-0007087 는 산 과  향상  산 티탄 나  복합체  합 에 하여[0009]

개시하고 다. 상  에 어  산 티탄  매  억 하고 액 산  가시키  해 산

티탄  실리카  한 후 고  다. 그러나 러한  산  가  해 가  공

 필 하고 고   함  간  엉  해 학   하는 막  

 가능하다는 문 가 다.

         루고  하는 술  과

본    경   합물과  상  우수하므 , 피복 물 내  산  우수하여[0010]

 우수한 막  할 수 는  개질  산 물   그  공하는 것 다.

본  다   내마 , 께  균   간  우수한 막  할 수 는  개질  [0011]

산 물   그  공하는 것 다.

본  다   상  산 물  포함하는 피복 물에 한 것 다.[0012]

본  다   상  같   므  고    는 평   스플[0013]

사 지막  하드 막, 학 스크, 안경, 산업 안 경,  고  막  할 수 는 피복

물  공하는 것 다.

       

상   달 하  하여, 본 [0014]

a) 1  산 매  포함하는 산 물 에 2  산 매  첨가하고, 1  산 매  하여 산[0015]

매  치 하는 단계; 

b) 산 매가 치  산 물 에 치 체  첨가하고, 산 물과 치 체   수행하여 [0016]

산 물   개질하는 단계;
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 포함하여 루어지는  개질  산 물   공한다.[0017]

본  또한, 상   ,  개질  산 물  2차  평균 경  200nm 하[0018]

 개질  산 물  공한다.

본  또한, 상   개질  산 물 , EB( ) 또는 UV( ) 경   합물, [0019]

매  개시  포함하여 루어지는 피복 물  공한다.

본  또한 상  피복 물    1.5 내지 2.0  막  공한다.[0020]

하, 첨  도  참 하여 본  상 하게 한다. [0021]

도 1  실시   비 에 사  산 티탄 (DH-10, OST-2)  과 미경(TEM) 사진 고, 도 2는 실시[0022]

  비 에  사  산 티탄 (DH-10, OST-2) 내  산 티탄 2차   포도 고, 도 3

실시  4에   막  과 는 빛  에 한 과  리  비 한 도 고, 도 4는 실시  4

에   막에 과 는 빛  에 한  나타내는 도 다.

본 에   개질  산 물  하  해 는,  a) 1  산 매  포함하는 산[0023]

물 에 2  산 매  첨가하고, 1  산 매  하여 산 매  치 하는 단계  수행한다.

본 단계는 1  산 매에 산  산 물 에 2  산 매  첨가하고 1  산 매  끓는  상[0024]

 승 하여 1  산 매  택  하여 거함  수행할 수 다. 공  통상  

 수행할 수 다.

 1  산 매는 당업계에  통상  사 는 산 물  산 매  수  ,   들  물[0025]

(bp.=100℃),  탄 수  1  내지  5   알  또는  들  합물  수  고,  직하게는  물,  탄

(bp.=64.5℃), 에탄 (bp.=78.3℃) 또는 들  합물  수 다.

2  산 매는 산 물 에 산  1  산 매보다 끓는   매 , 1  산 매  [0026]

산 물과 상  우수한 매  한 없  사 할 수 다.

체  2  산 매 는, 1  산 매가 물  경우, 물과 상  우수하고, 물보다 끓는  [0027]

매  한 없  사 할 수 , 비한  아  알 (diacetone alcohol, DAA, bp.=168℃), 

틸포 알 드(dimethylformamide,  DMF,  bp.=153℃),  N- 틸  피 리돈(N-methyl  pyrrolidone,  NMP,

bp.=100℃), 프 필 리  틸에 (propyleneglycol monomethylether, PGM, bp.=120℃), 틸 

브(bp.=125℃), 에틸 브(bp.=135℃), 틸 브(bp.=168℃), 프 필 브(bp.=140.4℃) 또

는 들  합물  사 할 수 다.

1  산 매가 탄 , 에탄  또는 들  합물  경우, 2  산 매 는, 탄   에탄 과 상[0028]

 우수하고, 탄   에탄 보다 끓는   매  한 없  사 할 수 , 비한  아

알 (diacetone alcohol, DAA, bp.=168℃), 틸포 알 드(dimethylformamide, DMF, bp.=153℃), N-

틸  피 리돈(N-methyl  pyrrolidone,  NMP,  bp.=100℃),  프 필 리  틸에 (propyleneglycol

monomethylether,  PGM,  bp.=120℃),  틸  브(bp.=125℃),  에틸  브(bp.=135℃),  틸  브

(bp.=168℃),  프 필 브(bp.=140.4℃)  아 틸아 (bp.=140℃),  틸 틸 (bp.=116℃),  n-

틸  아 트(bp.=124℃),  브  아 트(bp.=156℃),  루엔(bp.=110℃),  (bp.=144℃)  또는

들  합물  사 할 수 다.

상  산 물  직하게는  1.7 내지 3.0  산 물  사 할 수 ,  단독 산 물[0029]

 복합 산 물   사 할 수 다.

산 물  단독  산 물  직하게는 산 티타늄(TiO2)(  2.5~2.7),  산 지 늄(ZrO2)  ([0030]
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2.2), 산 주 (SnO2) (  2.0), 산 (Ce2O3) (  2.2), 티탄산 (BaTiO3) (  2.4),  산

알루미늄(Al2O3) (  1.73), 산 트 (Y2O3) (  1.92) 또는 들  합물  수 , 욱 직

하게는 산 티타늄(TiO2) 다.

산 물  복합산 물  2  상  산 물  학  결합하여  산 물 , 직하게는[0031]

산 규 (SiO2), 산 티타늄, 산 지 늄, 산 주 , 산 , 티탄산 , 산 알루미늄  산 트

 루어진 에  택  2  상  무 산 물  학  결합하여  산 물 , 욱 직하게

는 산 듐주 (ITO) 다.

본 단계  공 도는 1  산 매  끓는  상 고, 2  산 매  끓는  미만 다. 본 단계  공[0032]

압  상압 또는 감압(진공) 하에  수행할 수 , 상  감압 건에  압   들  0.1 내지 0.9 

압  수 다. 본 단계  공  시간  특별  한 지 않 , 무 짧  공 수  낮고, 무  특별

한  없  경  리할 뿐 다.

본 단계에  1  산 매  하  산 물  산 매는 2  산 매  치 다.[0033]

다  b) 산 매가 치  산 물 에 치 체  첨가하고, 산 물과 치 체   수[0034]

행하여 산 물   개질하는 단계  수행한다.

치 체는  2  산 매에  산  산 물    산 물과  학  결합( 결합[0035]

포함한다)하여 합물(착 합물  포함한다)  할 수 고, EB 또는 UV 경   합물과 하여 

결합  할 수 는 합물  한 없  사 할 수 다. 치 체는 비한  산 물과 학

결합할 수 는 실 (silane),  트(sulfate), 포스 트(phosphate) 또는 카 복실 트(carboxylate)

 가지고, EB 또는 UV 경   합물과 공 결합할 수 는 결합  가지는 합물 다. 상  

치 체는 비한  비닐 실 , 포  지 산 또는 들  염  수 고, 체 는 비닐 트리 시 실

(vinyl trimethoxy silane), 비닐 트리( 타- 시에 시)실 (vinyl tri(beta-methoxyethoxy) silane), 비

닐 트리에 시 실 (vinyl triethoxy silane), 비닐 트리-n-프 폭시 실 (vinyl tri-n-propoxy silane), 비닐

트리-n- 시 실 (vinyl tri-n-pentoxy silane), 비닐 틸 시 실 (vinyl methyl dimethoxy silane),

닐  에 시  비닐실 (diphenyl  ethoxy  vinylsilane),  비닐  트리 프 폭시  실 (vinyl  triisopropoxy

silane), 비닐 ( 타- 시에 시)실 (divinyl di(beta-methoxyethoxy) silane), 비닐 시 실

(divinyl  dimethoxy  silane),  비닐 에 시 실 (divinyl  diethoxy  silane),  비닐 -n-프 폭시 실

(divinyl di-n-propoxy silane), 비닐 ( 프 폭시) 실 (divinyl di(isopropoxy) silane), 비닐 -

n- 시  실 (divinyl  di-n-pentoxy  silane),  3-아크릴 시프 필  트리 시  실 (3-acryloxypropyl

trimethoxy silane), 3- 타크릴 시프 필 트리 시 실 (3-methacryloxypropyl trimethoxy silane), 감마-

타크릴 시프 필 틸 에 시 실 (r-mthacryloxypropyl  methyl diethoxy silane), 감마- 타크릴 시프

필  틸  에 시실 (r-methacryloxypropyl  methyl  dimethoxy  silane),  2- 타크릴 시에틸산  산염(2-

methacryloyloxyethyl acid phosphate), 스티 -4-술폰산 나트 염(styrene-4-sulfonic acid sodium salt), 아

크릴산 나트 염(acrylic  acid  sodium  salt),  타크릴산 나트 염(methacrylic  acid  sodium  salt),  산

(oleic  acid),  산칼 (potassium  oleate),  산나트 (sodium  oleate),  리 산(linoleic  acid)  또는

들  합물  수 다.

본 단계  도는 2  산 매  어는  과하고, 끓는  미만  도 , 직하게는 10℃ 내지[0036]

150℃, 욱 직하게는 25℃ 내지 100℃ 다.

 학 에  도(k)는 Arrhenius식, k = Ae
-Ea/RT

 에  는  같 ,  도가 가함[0037]

에  지수 함수  가한다. , 짧  공 시간 안에 산 티탄  치 체  치 하  

해 는  도가 수  직하다. 상   도가 10℃ 하에 는 에   느리게 진행 어

공 시간  어지고  수  어지게 어 EB  UV 경   상  하 어 탁  생 는

단  다.  상   도가 150℃ 상에 는 에  도는 가하나 치 체  결합

  하여 간 뭉침 상  생할 수 고 결합  사 지게 어 EB  UV 경  

결합  감 하여 내마  어지는 단  어 상   안에   수행하는 것  직하다. 

본 단계 b)  수행하  산 물  에 치 체가 학  결합( 결합  포함한다)하여 합물[0038]
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(착 합물  포함한다) 어, 산 물   개질 다.

본 에    산 물  치 체   개질  산 물 가 2  산[0039]

매에 산  ,  개질   산 물 는 1차  평균 경  직하게는 1 내지 20 nm 고,

욱 직하게는 3 내지 15 nm , 1차 가 뭉친 2차  평균 경  직하게는 200 nm 하, 욱

직하게는 2 내지 100 nm 다. 본  2  산 매는 1  산 매  산 물  상

우수하므 , 산 물 2차  평균 경  낮다.  본 에   개질  합물  포함하

는 피복 물   막   우수하다.

본 에  피복 물   개질  산 물 , EB 또는 UV 경   합물, 매  개[0040]

시  포함하여 루어진다.

EB 또는 UV경  는 그 가 특별  한 는 것  아니 , 본  하는 술 야에  통상[0041]

 사 는 것  한 없  택하여 사 할 수 ,  아크릴 트 리고 , 다 능  아크릴

트 단량체 또는 들  합물  사 할 수 다. 

본 에 어 ,  아크릴 트 리고  UV경 시 에 참가할 수 는 아크릴 트 능  [0042]

어도 1개 포함하는 리고  미하 , 다 능  아크릴 트 단량체  EB  UV경 시 에 참가할 수 

는 아크릴 트 능  1개 상 포함하는  미한다.

 아크릴 트 리고   다 능  아크릴 트 단량체는 그 가 특별  한 는 것  아니 , 본[0043]

 하는 술 야에  통상  사 는 것  한 없  택하여 사 할 수 다.  아크릴

트 리고 는 비한  우 탄 아크릴 트 리고 , 에폭시 아크릴 트 리고 , 폴리에스  아크릴

트, 폴리에  아크릴 트 또는 들  합물  사 할 수 , 다 능  아크릴 트 단량체는 비

한  타에리스리  헥사아크릴 트, 타에리스리  하 드 시 타아크릴 트, 타에리스리

 트 아크릴 트, 타에리스리  트리아크릴 트, 트리 틸  프 필 트리아크릴 트, 프 폭시

티드 리  트리아크릴 트, 트리 틸 프  에 시 트리아크릴 트, 1,6-헥산 아크릴 트, 프

폭시 티드 리  트리아크릴 트, 트리프 필  리  아크릴 트, 에틸 리  아크릴

트 또는 들  합물  사 할 수 다.

매 는 상  2  산 매  같거나 다  매  사 할 수 , 당업계에  피복 물  [0044]

매  사 는 매 ,  탄 ,  에탄  등   알  한  매  한  없  사 할 수

고, 비한 는 에틸 아 트, 틸 아 트, , 루엔, 틸 브, 에틸 브, 

틸 브, 프 필 브, 아 틸아  또는 들  합물  사 할 수 다.

UV개시 , 당업계에  통상  사 는 개시 는 물 , 공지  개시  한 없  사 할 수 ,[0045]

UV개시 는 비한  1- 드 시 시클 헥실 닐 , 질 틸 탈, 드 시 틸아 , 

,  틸 에 ,  에틸 에 ,  프 필 에 ,  틸 에  또는 들

합물  사 할 수 다.

본 에  피복 물  물 체에 하여  개질  산 물  10 내지 89 량%, EB  UV경[0046]

  합물 10  내지 70  량%,   나 지  매  개시  포함하여 루어질 수

다.  개질  산 물  상   미만  원하는 수   얻  수 없고, 상   

과하   양  하여 내마  하 는 문 가 다. EB  UV경   합물  상  

미만  내마  하 는 문 가 고, 상   과하  원하는 수   얻  수 없는 문

가 다.

본  피복 물   하는 평   스플  사 지막  하드 막, 학 스크,[0047]

안경, 산업 안 경,  고  에  후 경 어, 도가 ,  1.5 내지 2.0 
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고  막  할 수 다.

 사 는  통상  습식  가능하여,   , 스프  ,  , 또는 스[0048]

핀  사  수 다.

경 건  합비나 에  다  차 가 나 는 EB 또는 UV경  경우, 사량  200 내[0049]

지 1000 mJ/㎠  1  내지 10  경 시키는 것  직하다. 상  EB 또는 UV경  경우, 경  시간  1

미만에 는 가  경 지 않아  내마 과 같  계  물  량하고 경  시간  10  과

에 는 재에 변  생 는 단  다.

하  실시  통하여 본  욱 상 하게 한다. 단, 실시 는 본  시하  한 것  뿐,[0050]

본  가 실시 에 하여 한 는 것  아니다.

[실시  1] 고  피복 물  [0051]

에 탄 에 산  산 티탄 ( 매  , DH-10, 1차  평균 경 3~6nm, , 결 상, [0052]

 2.5, 고  30 량%) 500g  아 틸아  350g  첨가한 후, 80℃  승 하여 1시간 동안 

탄    거하 다. 다  탄  거  산 티탄 에 치 체  비닐트리 시실[0053]

5g  첨가하고 2시간 동안  치  수행하 다.  결  후 산 티탄  상  냉각하고,

UV  경   합물  타에리스리  헥사아크릴 트 80g  첨가하고 매  아 틸아

80g  첨가하 다. 후 UV경  개시  IRG184 (Chiba사 ) 2g  첨가하여 고  피복 물  하

다.

[실시  2] 고  피복 물  [0054]

에 물에 산  산 티탄 (LG Chem. , OST-2, 1차  평균 경 3~5nm, , 결 상, [0055]

 2.5, 고  30 량%) 500g  아  알 (DAA) 350g  첨가한 후, 110℃  승 하여 2시간 동안 물

  거하 다. 다  물  거  산 티탄 에 치 체  비닐트리 시실  5g  첨가한

후 2시간 동안  치  수행하 다.  결  후 산 티탄  상  냉각하고, UV경

 합물  타에리스리  헥사아크릴 트 80g  첨가하고 매  아 틸아  80g  첨가

하 다. 후 UV경  개시  IRG184 (Chiba사 ) 2g  첨가하여 고  피복 물   하 다. 

[실시  3] 고  피복 물  [0056]

비닐트리 시실  신 2- 타크릴 시에틸산 산염 5g  사 하는 것  하고, 실시  1에  술한 [0057]

 동 하게 실시하여 고  피복 물  하 다.

[비  1] 고  피복 물  [0058]

상  지하는 에 탄 에 산  산 티탄 ( 매  , DH-10, 1차  평균 경 4~8nm,[0059]

, 결 상,  2.5, 고  30 량%) 500g에 UV 경   합물  타에리스리  헥사아크

릴 트 80g  첨가하고 매  아 틸아  80g  첨가하 다. 다  UV 경  개시  IRG184

(Chiba사 ) 2g  첨가하여 고  피복 물   하 다. 

[비  2] 고  피복 물  [0060]

에 탄 에 산  산 티탄 ( 매  , DH-10, 1차  평균 경 4~8nm, , 결 상,[0061]

 2.5, 고  30 량%) 500g에 치 체  비닐트리 시실  5g  첨가한 후 80℃  승 하고 

 통해 2시간 동안  치  수행하 다.  결  후, 산 티탄  상  냉각하고, UV
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경   합물  타에리스리  헥사아크릴 트 80g  첨가하고 매  아 틸아  80g

 첨가하 다. 다  UV 경  개시  IRG184 (Chiba사 ) 2g  첨가하여 고  피복 물  

하 다. 

[실험  1] 과  미경 사진[0062]

상  실시   비 에  사 한  산 티탄   1차   크  나타내는  과   미경[0063]

(Transmittance Electron Microscopy, TEM) 사진  도 1에 나타내었 , DH-10  OST-2  1차  평균

경  각각 3 nm 내지 6 nm  3 nm 내지 5 nm 다. 

[실험  2] 도 [0064]

도  하여 상  실시   비 에  사 한 산 티탄  DH-10  OST-2  산 티탄 2차[0065]

 평균 경  각각 8 nm, 11 nm 고 편차는 각각 0.0008, 0.0038 , 각 산 티탄  산

도는 도 2에 나타내었다. 또한,  고  피복 물에   치  산 티탄  평균 경 

편차는 하   1에 나타내었다.

 1

[0066]

상   1  참 하 , 본 에  실시  1 내지 3  비  2  통해  고  피복 물에  [0067]

 치 어  개질  산 티탄  2차  평균 경  8 nm 내지 12 nm  나  수   치

 산 티탄 가 산 매에 안 하게 산   가짐  알 수 다.

에, 비  1에   고  피복 물에  산 티탄   개질 지 않아 (  치[0068]

지 않아 ) 매  UV 경   상  하 어 뭉침 상  생하는 등 2차  산상

태가 하 었다. 

[실시  4] 고  막  [0069]

상  실시  1에   고  피복 물  하여 학  스크 에 3000rpm  10  동안 스핀[0070]

한 후, 400 mJ/㎠ UV  30  사함  경  고  막  하 다. 

[실시  5~6, 비  3~4] 고  막  [0071]

실시  1에   고  피복 물 신에, 각각 실시  2~3,  비  1~2에   고  피복 [0072]

물  하는 것  하고, 실시  4에  술한  동 하게 실시하여 고  막  하 다.

[실험 ][0073]

실시  4 내지 6과 비  3 내지 4에   고  막  물  하  같  건에 해 측  후 결과[0074]

 하   2에 나타내었다.
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A:  [0075]

학  스크 신 실리  웨 에 피복 물  한 후 UV 경 시  엘립 (ellipsometer)  하[0076]

여  측 하  각 별  5  측 하여 평균값  하 다. 

B: 막 께 (㎛)[0077]

실리  웨 에 피복 물  한 후 UV 경 시  프리  커플러(prism coupler)  하여 얻어진 [0078]

 골과 골  간격  측 하여 계산하  각 별  5  측 하여 평균값  하 다.

C: 내마[0079]

#0000 스틸울  1kg  해 에 묶어 에 10  문지  후 찰하 다. [0080]

◎ : 스크 치 개수 : 0 개[0081]

○ : 스크 치 개수 : 1cm 하  가는 스크 치 5개 하[0082]

△ : 스크 치 개수 : 1cm 하  가는 스크 치 5개 과 또는 1cm 상   스크 치 1개 상 3개 하[0083]

X : 스크 치 개수 : 1cm 상   스크 치 3개 과 [0084]

D: 간[0085]

학  스크에  피복 물   안  찰하여 간  ,무  단 하 , 간  [0086]

막  께가 균 하지 않  나타내고, 간  없  막  께가 균 함  나타낸다.

○ : 간 무늬 .[0087]

X : 간 무늬 없 . [0088]

E: 과[0089]

리 에  피복 물  UV-VIS spectrophotometer ( -가시  스 트럼 측 )  하여 과[0090]

 (%)  측 하 다.

 2

[0091]

상   2  참 하 , 본 에  실시  4 내지 실시  6  피복 물    막  경우[0092]

 1.74  고  특  나타냄  알 수 었다. 또한 내마 , 간   과  매우 우수하 다.

에, 비  3  피복 물   막  건  후 UV 경 시, 산 티탄    치 지 않[0093]

아  UV 경   상  하여 상 리가 생하고 탁  어나  과  크게 하  볼

수 었다. 또한 산 티탄 필러가  결합하지 않 므  내마  크게 하 고  공  에 빨
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리 건 가 는 탄  함  하고 어 , 막  께가 균 하고 간  심하게 생 었다.

비  4  피복 물   막  산 티탄   어느 도  치 어 내마   과[0094]

 크게 하 지는 아니 하지만,  공  에 빨리 건 가 는 탄  함  하고 어 , 막  께

가 균 하고 간  심하게 생 었다.

 특  실시  4에   고  막  리  과  도 3에 나타내었 , 가시   역에[0095]

92% 상   과  가짐  보여 다.

실시  4에   고  막   도 4에 나타내었다.  에  달 지  수가 미[0096]

비한 물질  경우, 가시  역에 는  단  쪽  갈수   아진다. 도 4는 실시  4

에   막   가시   역에  1.73 상  보여 다. 

     과

본 에    산 물   경   합물과  상  우수하므 , 피복[0097]

물 내  산  우수하여  우수한 막  할 수 는  고,  개질  산

물  결합  EB 또는 UV 경   합물과 학결합함  내마  우수한 막  

할 수 , 탄  등  매  포함하지 않 므  께가 균 하여 간 상  생하지 않는 막

할 수 는  다.

본 에    산 물  포함하는 피복 물   하는 평   스플[0098]

 사 지막  하드 막, 학 스크, 안경, 산업 안 경,  고  막   수 

는  다.

도  간단한 

도 1  실시   비 에 사  산 티탄 (DH-10, OST-2)  과 미경(TEM) 사진[0001]

도 2는 실시   비 에  사  산 티탄 (DH-10, OST-2) 내  산 티탄 2차   포도[0002]

도 3  실시  4에   막  과 는 빛  에 한 과  리  비 한 도[0003]

도 4는 실시  4에   막에 과 는 빛  에 한  나타내는 도[0004]

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4
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